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１．概要（Summary） 

アンドレーフ反射を用いて磁性体のスピン分極率を評

価するデバイスを作製する．超伝導体と強磁性体の積層

構造を直径数十nmまで電子ビーム露光装置で微細化し，

エッチング量を高い精度でコントロールするために選択エ

ッチングが可能なリアクティブイオンエッチングを行う． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置(スピンコータ・ホットプレート・オー

ブン等を含む），マスクレス露光装置，電子ビーム露光デ

ータ加工ソフトウェア，触針式段差計，リアクテブイオンエ

ッチング装置 

 

【実験方法】 

超伝導体と強磁性体のエピタキシャル接合構造上に

W/Cr/W の 3 層構造を積層させたあと，電子ビーム露光

装置でパターニングした．イオンミリングによりＷを削った

あと，Cr をリアクティブイオンエッチング装置により選択エ

ッチングを行った．W/Cr 構造をハードマスクとして，残り

の W と超伝導/強磁性体積層構造をイオンミリング法でエ

ッチングした． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に電子ビーム露光後のパターンを示す．歩留ま

り良くパターンを形成できた． 

その後，イオンミリングとリアクティブエッチングを行った．

エッチングした膜厚を段差計で計測し，選択エッチングが

確かに行われたことと，所望のエッチング量が得られたこ

とを確認した． 

 

 

Fig. 1 円柱のパターン 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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layered devices,” Appl. Phys. Lett. 112, 072402 

(2018). 
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